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实验一  电路图绘制及基本电路特性分析实验
一、实验目的

熟悉并掌握OrCAD/PSpice软件的使用，并掌握用Capture软件包正确绘制电路图的方法和步骤；熟悉并初步学会使用OrCAD/PSpice软件进行基本电路特性分析的方法。
二、实验内容及步骤

1、差分对放大电路的基本特性分析
A电路图绘制部分
通过绘制下图所示的差分对放大电路图，熟悉OrCAD/PSpice软件环境设置及电路图绘制方法。
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用OrCAD/PSpice软件生成电路图的方法和步骤：
（1）调用Page Editor

1、在数据盘中建立自己的文件夹。注意：文件夹名不能用中文命名。
2、执行程序中OrCAD Release 9.1/Capture CIS启动Capture软件，执行File/New/Project子命令新建设计项目，在Name栏内输入设计项目名称，在设计项目类型栏内选择“Analog or Mixed Signal Circuit”选项，在路径名栏内选择第1步建立的文件夹。注意：设计项目名称只能用英文、数字、拼音命名。
3、按默认的方式配置元器件符号库。
4、启动Page Editor模块
5、根据需要设置运行环境参数，也可采用系统的默认设置。
（2）绘制电路图
1、绘制元器件符号：从OrCAD/Capture符号库中调用合适的元器件符号，如电阻、电容、晶体管、电源和接地符号等放于电路图中合适的位置。对分层式的电路设计，还需要绘制各层次框图。
2、元器件间的电连接：包括互连线、总线、电连接标识符、节点符号及节点名等。对分层式的电路设计，还需要绘制框图端口符。
3、绘制电路图中辅助元素：图纸标题栏、添加“书签”、绘制特殊符号以及注释性文字说明。
（3）检查并修改电路图
（4）将绘制完成的电路图利用复制、粘贴的方式输入到Word文档的实验报告中。
提示：图中的双极晶体管Q1、Q2、Q3从BIPOLAR.olb符号库中调用；电阻从ANALOG.olb库中调用符号R；V1调用SOURCE.olb库中的VAC符号；VCC和VEE调用CAPSYM.olb库中的电源符号；接地符号调用SOURCE.olb库中名称为0的符号。
B. 电路分析部分
对所绘制的差分对电路进行以下基本电路特性分析：
（1）直流工作点（Bias Point）及直流传输特性（Transfer Function）分析。分析设置：输入为V1，输出为V（out2），观察并记录OUT输出文件中有关部分内容。
操作1：建立分析文件、设置分析参数：执行OrCAD/Capture主菜单中PSpice/New Simulation Profile，在Name栏输入模拟类型组名称，如DC，单击Create键，弹出模拟设置对话框，按图中所示设置好分析参数，单击确定键。
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操作2：启动PSpice仿真程序：执行OrCAD/Capture主菜单中PSpice/Run，弹出OrCAD Pspice A/D窗口，执行View/Output File子命令，从中找出各节点的电压值、总功耗、输出电阻、小信号直流增益等，按实验报告的要求将相关参数复制到实验报告中。
（2）直流特性扫描分析（DC sweep）。参数设置说明：扫描变量：V1；扫描类型：Linear，0~1V；增量：0.1V；观察V（OUT2）~V1曲线。
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操作1：设置分析参数：执行OrCAD/Capture主菜单中的PSpice/New Simulation Profile子命令，在Name栏键入模拟类型组名称，单击Create，弹出如下对话框，按对话框中设置，单击确定按钮。
操作2：启动Pspice仿真程序输出波形：执行OrCAD/Capture主菜单中PSpice/Run子命令，若无错误，出现Probe窗口，执行Trace/Add Trace子命令或相应的工具图标，弹出波形添加对话框，如图1.5所示。在左侧的输出变量的列表中选取或在Trace Expression栏中键入要输出量的表达式，单击OK，在Probe窗口即出现所要输出的波形。
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操作3：将输出波形复制到实验报告：在Probe窗口主菜单中执行Windows/Copy to Clipboard子命令，在弹出的Copy to Clipboard对话框中，单击OK，波形图就输入到了剪贴板，在Word格式的实验报告中粘贴即可。
提示：以上操作是每次电路分析实验的基本步骤，以下分析和实验只说明分析要求，不再详述以上步骤。
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（3）AC分析（AC sweep）及噪声分析。参数设置如图1.7所示，观察并记录V（OUT2）与频率的曲线，输出噪声（V（ONOISE））和输入噪声（V（INOISE））分别与频率的关系曲线（用2个Y坐标显示在同一个图上），并记录OUT输出文件中的噪声分析结果（要求记录Freq=1KHz的数据）。
提示：有关坐标的添加、删除、设置等操作，在Probe窗口主菜单Plot中进行。
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（4）瞬态（TRAN）及傅里叶分析：将V1换成用于瞬态分析的激励信号VSIN（在Source库中），设置成等幅正弦波（Voff=0V，Vampl=0.1V，f=5MegHz），分析参数设置见下图，观察记录V（OUT2）、V（V1：+）波形（用2个坐标表示）；在Probe中用FFT按钮对V（OUT2）进行傅里叶分析，标出其直流分量、基波和三次谐波分量值，记录所得波形；打开OUT输出文件，观察傅里叶分析结果的数据。
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Output File Options设置对话框
三、实验报告要求
1、给出所绘制的差分对放大电路图。

2、给出差分对放大电路各节点的电压值、总功耗、小信号直流增益（V（OUT2）/V_V1）、输入电阻值和输出电阻值。

3、给出V（OUT2）~V_V1曲线，X轴设为0~300mv，Y轴设为5~12.5V。

4、给出AC/Noise分析得到的V（OUT2）~频率的曲线，输入噪声~频率、输出噪声~频率的曲线（用2个Y轴在同一坐标中表示），并给出OUT输出文件中Freq=1KHz时的噪声分析结果数据。

5、给出瞬态及傅里叶分析的相关曲线：V（OUT2）、V（V1：+）（在同一张图上，用2个坐标表示）；给出在Probe窗口下对V（OUT2）的傅里叶分析后的曲线，要求标出其直流分量、基波和三次谐波分量值；给出OUT输出文件中傅里叶分析结果的数据。

实验二  参数扫描分析和统计分析实验

一、实验目的
    熟悉并初步学会使用OrCAD/Pspice软件进行参数扫描分析和统计分析的方法。
二、实验内容
1、温度分析

分析如图2.1所示的恒流源式差分放大电路在-40℃、-20℃、0℃、20℃、40℃、60℃、80℃和100℃的输出V(out2)频率特性。观察和分析温度对V(out2)幅度的影响，按实验报告要求记录相关的实验结果。
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操作步骤如下：
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（1）：设置基本特性分析参数：对所绘制的恒流源式差分放大电路设置交流小信号特性分析参数，如图2.2所示。
（2）设置温度分析参数：在图2.2的options参数设置框中，选择Temperature(Sweep)，相应的温度分析参数设置如图2.3所示。
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    （3）启动Pspice仿真程序，从下图所示的批次选择对话框中选取需要的温度批次。
    （4）将Probe窗口中显示的输出曲线复制到实验报告中，并简单说明。
2、参数扫描分析

对恒流源式差分放大电路进行参数扫描分析，观察并记录实验结果。
操作步骤如下：

（1）修改电阻Rc1和Rc2的阻值为“变化的参数”，具体做法是：
①将电阻值10k修改为{Rval}。
②从图形符号库SPECIAL.olb中调出PARAM符号放在电路图的空白处；
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③双击PARAM符号弹出以下属性参数对话框：
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    按按钮，按图2.6所示设置新增的Rval参数，单击
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即完成设置。选中Rval属性将其值设置为10k，单击（Display）按钮，设置显示Rval的名称及其值，单击确认操作。
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    通过以上步骤，从而将电阻Rc1和Rc2的阻值修改为了“变化的参数”，修改后的恒流源式差分放大电路如图2.9所示。
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（2）按图2.2的AC Sweep分析设置参数后，选中Options参数设置框中的Parametric Sweep，按下图所示进行参数扫描分析的设置。
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    （3）保存一次后，启动Pspice程序进行模拟，进入Probe窗口后，在批次选择对话框中选取要输出的曲线。
（4）对输出曲线V(out2)进行必要的标注后，复制到实验报告中。
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（5）在Probe窗口，在主菜单中选择Trace/Performance Analysis或按下[image: image1.jpg]


按钮进行性能分析，选择Trace/Add Trace或按下[image: image2.jpg]


按钮，对输出的7条V(out2)曲线用MAX()函数得到差分放大电路的最大增益随Rc1、Rc2阻值的变化曲线，将其复制到实验报告中。Add Trace窗口如图2.11所示。

3、Monte Carlo分析
完成恒流源式差分放大电路的MC分析，重复分析次数为10次。观察、记录输入曲线及MC分析的比较统计结果。
操作步骤如下：
（1）修改恒流源式差分放大电路中的电阻Rc1、Rc2为阻值可发生随机变化的器件，并设置电阻的模型参数，具体步骤为：

①用Breakout.olb元件库中的Break元件取代原电阻，双击该电阻符号，在属性参数对话框中将Value项改为10k，如图2.12所示，编号仍用Rc1、Rc2表示。
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②选中刚替换的Rbreak电阻后，执行Capture中的Edit/Pspice Model，将模型参数编辑框中的“.model Rbreak RES R=1”修改为“.model Rbreak RES (R=1 DEV=5%)”，保存并关闭模型参数编辑窗口。
    （2）按图2.2的AC Sweep分析参数设置后，选中Options参数设置框中的Monte Carlo/Worst Case按图2.14所示进行MC分析的参数设置。
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    按下[image: image3.jpg]More Settings.



，添加List model parameter values in the output file选项，如下图所示：
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    （3）保存后，启动Pspice程序进行仿真，进入Probe窗口后，在批次选择对话框中选取需要输出的曲线。
（4）适当设置X、Y坐标后将输出曲线复制到实验报告中。
（5）在Probe窗口中，点击[image: image4.jpg]


打开OUT输出文件，观察并记录MC分析结果的数据，并找出与标称值偏差最大的Rc1、Rc2的阻值，记录到实验报告中。
4、Worst Case分析
完成恒流源式差分放大电路的WC分析，观察并记录OUT文件中4次分析结果和分析结论。
操作步骤如下：

（1）和MC分析一样，将恒流源式差分放大电路中的电阻Rc1、Rc2用Rbreak替换，再将模型参数R=1设置为R=1 DEV=5%。具体操作步骤如3-(1)所述。
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（2）按图2.2的AC Sweep分析参数设置后，选中Options参数设置框中的Monte Carlo/Worst Case按图2.16所示进行WC分析的参数设置。
    按下[image: image5.jpg]More Settings.



，添加List model parameter values in the output file选项，并在Find对话框中选择“the maximum value(MAX)”，如下图所示：
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（3）保存后，启动Pspice程序进行仿真，进入Probe窗口后，在批次选择对话框中选取需要输出的曲线。
（4）适当设置X、Y坐标后将输出曲线复制到实验报告中，并进行说明。
（5）点击[image: image6.jpg]


打开OUT输出文件，观察WC分析结果并将分析结果的数据记录到实验报告中。
三、实验报告要求
1、给出温度分析的电路图和分析结果，并简单说明温度对电路特性的影响。
2、给出参数扫描分析的电路图和分析结果，并简单说明参数的变化对电路特性的影响；给出恒流源式差分放大电路的最大增益随Rc1、Rc2阻值的变化曲线。
3、给出MC分析的电路图和分析结果输出曲线，注意适当设置X、Y坐标范围，使曲线显示清楚；在OUT文件中截取MC分析结果并给出Rc1、Rc2的阻值中和标称值偏差最大的。

4、给出WC分析结果的输出曲线，注意适当设置X、Y坐标范围，使曲线显示清楚；在OUT文件中截取WC分析结果数据。

实验三  电路性能分析实验
一、实验目的
    熟悉并初步学会用OrCAD/Pspice软件作电路性能分析的方法。
二、实验内容
1、四阶Butterworth低通滤波电路
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    分析图3.1所示的四阶Butterworth低通滤波电路的最大增益和带宽与电阻R2的关系，观察Vdb(out)、Vp(out)的AC分析曲线，Vdb(out)的参数扫描曲线。Bandwidth(Vdb(out))和Max(Vdb(out))与Rval的关系曲线。
操作步骤如下：
（1）绘制电路图：电阻、电容在Analog.olb中；OP-27在OPAMP.olb中；电源在source.olb中。
（2）按图3.2所示设置AC分析参数。
    （3）保存后，启动Pspice程序进行仿真，进入Probe窗口添加Vdb(out)、Vp(out)（增加一个Y坐标显示）的AC分析曲线，并将其复制到实验报告。
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    （4）按照实验二的2-(1)操作步骤设置R2的参数值，在属性参数对话框中将Value项改为8.66k。在AC分析的基础上，按下图设置参数扫描分析的参数：
    （5）启动Pspice程序进行仿真，从批次选择对话框中选取需要输出的曲线，在Probe窗口添加Vdb(out)曲线，将显示曲线复制到实验报告。
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（6）完成最大增益和通频带带宽的性能分析：
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①在Probe窗口主菜单中，利用Window/New Window新开一显示窗口，然后用Trace/Performance Analysis或按下[image: image7.jpg]


打开性能分析，将弹出图3.4所示对话框，点击[image: image8.jpg]


即启动性能分析，启动性能分析后的界面如图3.5所示。利用Trace/Add Trace或按下[image: image9.jpg]


按钮，如图3.6所示在曲线添加窗口的Goal Functions中选用LPBW函数，在Trace Expression对话框中输入函数的自变量Vdb(out)和3，单击[image: image10.jpg]


得到Vdb(out)的3db带宽曲线。
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②在Probe窗口主菜单中，利用Plot/Add Y Axis添加一坐标轴，再添加曲线，此时选用Max()函数得到最大增益Vdb(out)随Rval阻值的变化曲线。
③如右图所示，利用Plot/Axis Setting将X轴坐标设置为Log，最后将得到的两条曲线复制到实验报告中。
（7）观察400套滤波器的1db带宽分布直方图：

①将电路中所用的电阻、电容分别用Breakout.olb库中的Rbreak和Cbreak替换，然后按照实验二3-(1)操作步骤设置电阻、电容的模型参数变化：将Rbreak的模型参数改为“.model Rbreak RES (R=1 DEV=1%)”，将Cbreak的模型参数改为“.model Cbreak RES (C=1 DEV=5%)”。

②按图3.2与图3.8所示设置AC分析和MC分析参数。为减少数据量，对图3.8的Data Collection选项进行设置，选中“at Markers Only”。
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③在AC分析和MC分析参数设置完成后，在out输出端添加Vdb探针，如图3.9所示。
④启动Pspice程序进行仿真，在批次选择对话框中选择所有的曲线输出。进入Probe窗口后新开一窗口，点击[image: image11.jpg]


进行Performance Analysis分析，再点击[image: image12.jpg]


添加性能分析函数LPBW(Vdb(out),1)，记得到1db带宽的分布直方图，将直方图复制到实验报告中。
⑤尝试设计一个Butterworth带通滤波器，重复上述操作。滤波器设计科查询书籍或者参考滤波器设计软件。此要求选作。
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2、RLC电路
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    对图3.10所示的RLC电路，分析过冲时间和上升时间与R的关系，观察I(L)曲线，Overshoot(L)和GenRise(L)与R的关系曲线。
操作步骤如下：
（1）绘制RLC电路图：Iin在Source.olb库中选择IPWL符号，其为分段线性电流源。R在Rbreakout.olb库中选择Rbreak符号，按照实验二的2-(1)操作步骤设置R的参数值R=0.5。

（2）按图3.11和图3.12所示设置瞬态分析参数和参数扫描分析参数。
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（3）保存后，启动Pspice程序进行仿真，在批次选择对话框中选中所有曲线输出，通过Add Trace添加R阻值分别为0.5、1、1.5的输出曲线，比如I(L)@1，将三条曲线复制到实验报告中并进行比较。
（4）新增一显示窗口，利用Pspice的Performance Analysis功能，输出Overshoot(I(L))和GenRise(I(L))和R得关系曲线（在同一张图上，用2个坐标表示），将其复制到实验报告中。

3、放大器设计仿真
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设计一满足图3.13中黑盒子功能的放大电路，并通过仿真求得该放大电路的通频带。
三、实验报告要求
1、给出4阶Butterworth低通滤波电路分别作参数扫描分析和性能分析的电路图，Vdb(out)、Vp(out)的AC分析曲线，Vdb(out)的参数扫描分析曲线，LPBW(Vdb(out),3)和MAX(Vdb(out))与Rval的关系曲线，400套滤波电路的1db带宽分布直方图。
2、给出RLC电路，I(L)~Time曲线，Overshoot(I(L))和GenRise(I(L))与R的关系曲线（在一张图上，用两个坐标表示）。

    3、给出所设计放大电路的电路图，阐述其原理；在同一坐标内画出放大电路的输入输出曲线；给出所设计放大电路的通频带。
实验四  逻辑电路、数/模混合电路分析实验
一、实验目的

学习用OrCAD/Pspice软件对逻辑电路、数/模混合电路进行分析的方法。
二、实验内容
1、移位寄存器
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对下图所示的移位寄存器电路进行逻辑模拟：要求用StmED设置驱动波形，其中时钟信号CLK为脉宽=0.5us，周期=1us，延时为0.1us的时钟信号；输入信号D周期为5us，脉宽为1us，延时为2us；清零信号CLR是在0~1us为低电平，其余为高电平的清零信号。观察输入/输出波形（输出波形除用二进制显示外，另用16进制、10进制和8进制总线形式显示）。
操作步骤
（1）绘制移位寄存器电路图：信号源CLR和D在Sourcstm库中选DigStim1，CLK采用DigClock激励信号源，7474在7400库中，Hi在Place Power/Source中。
（2）编辑D信号：选中D后，用菜单Edit/Pspice Stimulus启动StmEd窗口，按下图所示设置D信号，然后用Stimulus/New添加CLR信号，根据提示进行设置后再按照要求修改好CLR信号（见下图），保存并退出StmEd窗口。CLK参数的设计如下图所示。
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（3）按图4.3设置瞬态分析参数
（4）保存后启动Pspice程序进行仿真，进入Probe窗口后添加CLK:OUT CLR:OUT、D：OUT、Q3 Q2 Q1 Q0波形，并用Q[3:0]以总线方式显示Q3 Q2 Q1 Q0的输出；要用16进制、10进制和8进制总线形式显示输出波形，则可在Trace Expression中输入{Q[3:0]};QBusHex;H{ Q[3:0]};QBusDec;D{ Q[3:0]};QBusOct;O即可。将输出波形复制到实验报告。
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2、石英晶体振荡器
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对下图所示石英晶体振荡器电路进行混合模拟分析，观察V（C1:1）、V（R1：1）、V（U1A：A）、VO等波形。
操作步骤
（1）绘制石英振荡器电路图：QZS1MEG在XTAL库中选，电阻、电容在ANALOG库中，其他元器件在7400库中。
（2）按图4.5与图4.6所示设置瞬态分析参数。

（3）保存后启动Pspice程序进行仿真，将需要的输出波形复制到实验报告中，并进行简单分析。（注意：V（U1A：1）和V（C1：1）波形用两坐标轴显示，二者坐标范围设置为0V~4V，将两波形分开显示；同时也要仿真VO波形）。
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三、实验报告要求
1、打印移位寄存器模拟得到的输入、输出波形。
2、打印石英晶体振荡电路及按要求显示的有关波形。
实验五  综合应用实验
一、实验目的

巩固模拟电路的各种分析方法、电路图修改及分析参数的设置
[image: image64.jpg]Options |
General Analysis

Analysis type
Tine Donain (Transi,v]

Options

eneral Settin
[Conte Carlo/Morst Cas
[CParametric Sweep
[Cenperature (Sreep)
[C1Save Bias Point

[ TLoad Biss Point

Data Cellection | probe Hindor

T e

B to ok seconds
Start saving data [0 seconds

Transient options

Baximm step seconds

Stimidus

[ Skip the initiel transient bias point calenl

tut File Options.

W B AW

L)




二、实验内容及要求

（1）画出如下电路图
其中R8为滑动变阻器POT，在Breakout.olb库中。

（2）AC分析和噪声分析
AC分析：参数设置，起始频率1Hz，终止频率10MEG，频点个数为100。给出V（OUT）的波形。
噪声分析：参数设置，Output：V（OUT），I/V：V3，Interval：5.给出输出/输入噪声（V（ONOISE）/V（INOISE））~频率曲线（用2个Y坐标显示，输入噪声的Y坐标采用对数表示）。
（3）瞬态分析和傅里叶分析
瞬态分析：将V1换成VSIN，设置成等幅正弦波（Voff=0V，Vampl=3V，f=1KHz）；R3与接地之间接VSIN（Voff=0V，Vampl=1V，f=50Hz）分析参数设置：运行时间为100ms，从0s开始保存数据。给出V（OUT1）和V（OUT）的波形。
傅里叶分析：对V（OUT）进行傅里叶分析，中心频率为1kHz。
（4）温度分析
温度设置为-15℃、27℃、180℃。给出温度分析的频率响应。
（5）参数扫描及性能分析
将R1设置成全局参数R，扫描类型：Linear，变化范围：500~1500Ω，步长为100Ω。给出R1为500Ω，1000Ω，1500Ω的V（OUT）波形，Max（V（OUT））~R和Max（VDB（OUT））~R曲线（用两个Y坐标）。
（6）MC分析

R1、R2采用同一模型参数：model  Rmode  RES(R=1  LOT=10%  DEV=5%)，分析设置：①AC扫描分析：1Hz~10MEG，100Point/Decade；②MC分析：输出变量V（OUT），对组装20套电路进行MC分析，参数变化规律：高斯分布，随机种子数：17533（内定），Save data：ALL，分析结果统计方式：the greatest difference from the nominal run（YMAX），③在Data Collection中选：At Markers Only。给出前5次V（OUT）~f的曲线；-3db低通带宽LPBW（V（OUT），3）的统计直方图。
（7）WC分析
把图中C1、C2、C3元件改用Breakout库中对应元件，C1、C2、C3采用同一模型参数：.model Cmode CAP(C=1 DEV=5%)，分析设置：输出V（OUT），Vary device that（）tolerance项选择only DEV，Worst Case Direction项选择High。给出标称值和最坏情况的Vdb（OUT）和Vp（OUT）。
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（8）在R8阻值为10kΩ不变的情况下，如何调节图5.2中的参数SET使陷波器的Q值最大，其中
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，f为双T型陷波器电路中的反馈系数,ω0为中心频率，B为带宽。给出参数SET的值及对应的AC分析中的V（OUT）波形。
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附录一  实验报告格式要求

专业班级：                姓名：           学号：          
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实验序号及实验名称
实验日期
    给出实验电路图，按实验指导书对实验报告的要求给出分析输出的波形图，并对输出波形作简单的说明。
附录二  常用库文件名及元器件
1、AMPLIFIER.OLB共182个零件，存放模拟放大器IC，如CA3280，TL027C，EL4093等。
    2、ARITHMETIC.OLB共182个零件，存放逻辑运算IC，如TC4032B，74LS85等。
    3、ATOD.OLB共618个零件，存放A/D转换IC，如ADC0804，TC7109等。
    4、BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB共632个零件，存放汇流排驱动IC，如74LS244，74LS373等数字IC。
    5、CAPSYM.OLB共35个零件，存放电源，地，输入输出口，标题栏等。
    6、CONNECTOR.OLB共816个零件，存放连接器，如4 HEADER，CON AT62，RCA JACK等。
    7、COUNTER.OLB共182个零件，存放计数器IC，如74LS90，CD4040B。
    8、DISCRETE.OLB共872个零件，存放分立式元件，如电阻，电容，电感，开关，变压器等常用零件。
9、DRAM.OLB共623个零件，存放动态存储器，如TMS44C256，MN41100-10等。
10、 ELECTRO MECHANICAL.OLB共6个零件，存放马达，断路器等电机类元件。
11、FIFO.OLB共177个零件，存放先进先出资料暂存器，如40105，SN74LS232。
12、FILTRE.OLB共80个零件，存放滤波器类元件，如MAX270，LTC1065等。
13、FPGA.OLB存放可编程逻辑器件，如XC6216/LCC。
14、GATE.OLB共691个零件，存放逻辑门（含CMOS和TLL）。
15、LATCH.OLB共305个零件，存放锁存器，如4013，74LS73，74LS76等。
16、LINE DRIVER RECEIVER.OLB共380个零件，存放线控驱动与接收器。如SN75125，DS275等。
17、MECHANICAL.OLB共110个零件，存放机构图件，如M HOLE 2，PGASOC-15-F等。
18、MICROCONTROLLER.OLB共523个零件，存放单晶片微处理器，如68HC11，AT89C51等。
19、MICRO PROCESSOR.OLB共288个零件，存放微处理器，如80386，Z80180等。
20、MISC.OLB共1567个零件，存放杂项图件，如电表（METER MA），微处理器周边（Z80-DMA）等未分类的零件。
21、MISC2.OLB共772个零件，存放杂项图件，如TP3071，ZSD100等未分类零件。
22、MISCLINEAR.OLB共365个零件，存放线性杂项图件（未分类），如14573，4127，VFC32等。
23、MISCMEMORY.OLB共278个零件，存放记忆体杂项图件（未分类），如28F020，X76F041等。
24、MISCPOWER.OLB共222个零件，存放高功率杂项图件（未分类），如REF-01，PWR505，TPS67341等。
25、MUXDECODER.OLB共449个零件，存放解码器，如4511，4555，74AC157等。
26、OPAMP.OLB共610个零件，存放运放，如101，1458，UA741等。
27、PASSIVEFILTER.OLB共14个零件，存放被动式滤波器，如DIGNSFILTER，RS1517T，LINE FILTER等。
28、PLD.OLB共355个零件，存放可编程逻辑器件，如22V10，10H8等。
29、PROM.OLB共811个零件，存放只读记忆体运算放大器，如18SA46，XL93C46等。
30、REGULATOR.OLB共549个零件，存放稳压IC，如78xxx，79xxx等。
31、SHIFTREGISTER.OLB共610个零件，存放移位寄存器，如4006，SNLS91等
32、SRAM.OLB共691个零件，存放静态存储器，如MCM6164，P4C116等。
33、TRANSISTOR.OLB共210个零件，存放晶体管（含FET，UJT，PUT等），如2N2222A，2N2905等。
图2.1  恒流源式差分放大电路





图2.2  AC Sweep/Noise基本特性分析参数设置





图2.3  温度分析参数设置





图5.2  滑动变阻器参数编辑窗口





图2.4  温度批次选择对话框





图2.5  属性参数对话框





图2.6  新增属性窗口





图2.7  属性编辑窗口





图2.8  属性显示控制窗口





图2.8  参数扫描所用的恒流源式差分放大电路





图2.9  参数扫描分析参数设置





图2.10  电阻批次选择对话框





图2.11  Add Trace窗口





图2.12  属性编辑窗口





图2.13  Pspice Model参数编辑窗口





图2.14  MC分析参数设置





图2.15  MC分析输出文件设置





图2.16  WC分析参数设置





图2.17  WC分析输出文件设置





图3.1  4阶Butterworth低通滤波电路





图3.2  AC Sweep参数设置





图3.3  Parametric Sweep参数设置





图3.4  Perfomance Analysis对话框





图3.5  启动性能分析后的界面





图3.6  Add Trace窗口





图3.7  Axis Setting窗口





图3.10  RLC电路





Lin的参数设置：


AC=1A


T1=0s


I1=0A


T2=10ms


I2=0A


T3=10.1ms


I3=1A





图3.11  瞬态分析参数设置





图3.12  参数分析参数设置
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图3.8  MC分析参数设置





图3.9  放置Vdb探针图示





宋体、四号、加粗





宋体、小二、加粗、居中





Times New Roman、四号、加粗、居右





正文中文字符为宋体，英文、数字等字符为Times New Roman，大小为小四，段落间距为固定值20磅。


图形版式：在无边框的文本框中使用小五宋体（Times New Roman）进行标注，如：


图1  AC Sweep参数设置


并且将图形与文本框组合，组合后的图形版式为上下型、居中。





幅度介于2V~10V
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0





1V





1ms





图1.5  Add Trace 窗口





图1.4  DC sweep基本特性分析参数设置





图1.3  DC分析的相关数据





图1.2  DC分析的参数设置





图1.1  差分对放大电路





图3.13  放大电路功能要求示意图





图1.6  Copy  to  Clipboard对话框








图1.7  AC  Sweep/Noise特性分析参数设置





图1.8  瞬态及傅里叶分析参数设置





图4.1  移位寄存器电路图





图4.3  瞬态分析参数设置图





图4.2  输入信号的参数设置





图4.5  瞬态分析参数基本设置





图4.4  编辑输入信号的参数设置





图4.6  瞬态分析参数高级设置





图5.1  双T型50Hz陷波器电路图
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